ПРИЛОЖЕНИЕ В

Маршрутная карта  формирования устройства «Наноарфа»

Материал: Пластина КДБ-10 со слоем термического SiO2  1,5 мкм
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Некоторое оборудование можно взять из 13_glava_08_etap01.

Занести на форму МК 3.1118-ф1-ф1б.

